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(57)【要約】
【課題】可撓性印刷回路基板と薄膜トランジスタ基板の
連結部の金属の露出面積を最少化して腐蝕に対する余裕
（ｍａｒｇｉｎ）を向上させ製品の安定な信頼性を確保
することのできる薄膜トランジスタ表示板及びその製造
方法を提供する。
【解決手段】基板と、前記基板上に形成され、ゲート線
端部を含むゲート線と、前記ゲート線上に形成されるゲ
ート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体
層と、前記半導体層上に形成されるデータ線及びドレイ
ン電極と、前記データ線及び前記ドレイン電極上に形成
され、前記ゲート線端部を露出させる複数の第１接触孔
を有する保護膜と、前記ドレイン電極と接続される画素
電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記ゲート線端
部と接続される接触補助部材とを有し、前記ゲート線端
部の各々は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じ
て前記接触補助部材各々と接続される。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ゲート線端部を含むゲート線と、
　前記ゲート線上に形成されるゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体層と、
　前記半導体層上に形成されるデータ線及びドレイン電極と、
　前記データ線及び前記ドレイン電極上に形成され、前記ゲート線端部を露出させる複数
の第１接触孔を有する保護膜と、
　前記ドレイン電極と接続される画素電極と、
　前記複数の第１接触孔を通じて前記ゲート線端部と接続される接触補助部材とを有し、
　前記ゲート線端部の各々は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助
部材各々と接続されることを特徴とする薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜から成ることを特徴とする請求項１に記
載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
　前記保護膜は、無機膜から成る単一膜であることを特徴とする請求項１に記載の薄膜ト
ランジスタ表示板。
【請求項４】
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記ゲート絶縁膜は第２接触孔を有し、前記ゲート線端部の一部を露出させる２つ以上
の前記第１接触孔は一つの第２接触孔内に位置することを特徴とする請求項１に記載の薄
膜トランジスタ表示板。
【請求項６】
　基板上にゲート線端部を含むゲート線を形成する段階と、
　前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート線端部上に前記ゲート絶縁膜の一部をエッチングして前記ゲート線端部を露
出させる第２接触孔を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体層を形成する段階と、
　前記半導体層上にデータ線及びドレイン電極を形成する段階と、
　前記データ線及びドレイン電極上に保護膜を形成する段階と、
　前記ゲート線端部上に前記保護膜の一部をエッチングして前記ゲート線端部を露出させ
る複数の第１接触孔を形成する段階と、
　前記ドレイン電極と接続される画素電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記ゲート
線端部と接続される接触補助部材とを形成する段階とを有することを特徴とする薄膜トラ
ンジスタ表示板の製造方法。
【請求項７】
　前記ゲート線端部の各々は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助
部材と接続されることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法
。
【請求項８】
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜で形成することを特徴とする請求項６に
記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項９】
　前記保護膜は、無機膜から成る単一膜で形成することを特徴とする請求項６に記載の薄
膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項１０】
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　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔して形成されることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法
。
【請求項１１】
　前記ゲート線端部の一部を露出させる２つ以上の前記第１接触孔は一つの第２接触孔内
に位置するよう形成されることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタ表示板の
製造方法。
【請求項１２】
　基板と、
　前記基板上に形成され、ゲート線端部を含むゲート線と、
　前記ゲート線上に形成され、前記ゲート線端部を露出させる第２接触孔を有するゲート
絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体層と、
　前記半導体層上に形成されるデータ線及びドレイン電極と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記第２接触孔を通じて前記ゲート線端部と接続され
る腐蝕防止層と、
　前記データ線、ドレイン電極及び腐蝕防止層上に形成され、前記腐蝕防止層を露出させ
る複数の第１接触孔を有する保護膜と、
　前記ドレイン電極と接続される画素電極と、
　前記複数の第１接触孔を通じて前記腐蝕防止層と接続される接触補助部材とを有するこ
とを特徴とする薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１３】
　前記腐蝕防止層は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助部材と連
結されることを特徴とする請求項１２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１４】
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜から成ることを特徴とする請求項１２に
記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１５】
　前記保護膜は、無機膜から成る単一膜であることを特徴とする請求項１２に記載の薄膜
トランジスタ表示板。
【請求項１６】
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることを特徴とする請求項１２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１７】
　前記腐蝕防止層は、モリブデン系の金属、銅系の金属、チタン系の金属、及びクロム系
の金属の内から選択される少なくとも何れか一つの系の金属から成ることを特徴とする請
求項１２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１８】
　基板上にゲート線端部を含むゲート線を形成する段階と、
　前記ゲート線上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート線端部上に前記ゲート絶縁膜の一部をエッチングして前記ゲート線端部を露
出させる第２接触孔を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体層を形成する段階と、
　前記半導体層上にデータ線及びドレイン電極及び前記第２接触孔を通じて前記ゲート線
端部と接続される腐蝕防止層を形成する段階、
　前記データ線及びドレイン電極上に保護膜を形成する段階と、
　前記データ線、ドレイン電極及び腐蝕防止層上に前記保護膜の一部をエッチングして前
記ゲート線端部を露出させる複数の第１接触孔を形成する段階と、
　前記ドレイン電極と連結される画素電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記腐蝕防
止層と接続される接触補助部材とを形成する段階とを有することを特徴とする薄膜トラン
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ジスタ表示板の製造方法。
【請求項１９】
　前記腐蝕防止層は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助部材と接
続されることを特徴とする請求項１８に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項２０】
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜で形成することを特徴とする請求項１８
に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項２１】
　前記保護膜は、無機膜から成る単一膜で形成することを特徴とする請求項１８に記載の
薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項２２】
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることを特徴とする請求項１８に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
【請求項２３】
　前記腐蝕防止層は、モリブデン系の金属、銅系の金属、チタン系の金属、及びクロム系
の金属の内から選択される少なくとも何れか一つの系の金属で形成することを特徴とする
請求項１８に記載の薄膜トランジスタ表示板の製造方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法に関し、特に、可撓性印刷回路基
板と薄膜トランジスタ基板の連結部の金属の露出面積を最少化して腐蝕に対する余裕（ｍ
ａｒｇｉｎ）を向上させ製品の安定な信頼性を確保することのできる薄膜トランジスタ表
示板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も広く使用されている平板表示装置のうちの一つであって、電
場を生成する電界生成電極とその間の液晶層を含む。このような液晶表示装置では、二つ
の電界生成電極に電圧を印加して液晶層を挟んで電界を形成することによって液晶分子の
配向を決定して入射光の偏光を調節して画像を表示する。この時、薄膜トランジスタは電
極に印加される信号を制御することに使用される。
【０００３】
　薄膜トランジスタは、ゲート線を通じて伝えられる走査信号によってデータ線を通じて
伝えられる画像信号を画素電極に伝達又は遮断するスイッチング素子としての役割を果た
す。
　薄膜トランジスタに適正な電圧印加と電気的接続を行うためには、可撓性印刷回路基板
及びＩＣと薄膜トランジスタ基板の回路部パッド側との接続が重要である。このような接
続時の接続部分の金属には腐蝕が発生するという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は上記従来の薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法における問題点
に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、可撓性印刷回路基板と薄膜トランジス
タ基板の連結部の金属の露出面積を最少化して腐蝕に対する余裕（ｍａｒｇｉｎ）を向上
させ製品の安定な信頼性を確保することのできる薄膜トランジスタ表示板及びその製造方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明では、可撓性印刷回路基板と薄膜トランジスタ基板の
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連結部の保護膜を多孔構造の保護膜で形成される薄膜トランジスタ表示板を提案する。
　また、可撓性印刷回路基板と薄膜トランジスタ基板の連結部に腐蝕防止層を形成し、多
孔構造の保護膜を形成した薄膜トランジスタ表示板を提案する。
【０００６】
　より詳しくは、上記目的を達成するためになされた本発明による薄膜トランジスタ表示
板は、基板と、前記基板上に形成され、ゲート線端部を含むゲート線と、前記ゲート線上
に形成されるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成される半導体層と、前記半導体
層上に形成されるデータ線及びドレイン電極と、前記データ線及び前記ドレイン電極上に
形成され、前記ゲート線端部を露出させる複数の第１接触孔を有する保護膜と、前記ドレ
イン電極と接続される画素電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記ゲート線端部と接
続される接触補助部材とを有し、前記ゲート線端部の各々は少なくとも２つ以上の前記第
１接触孔を通じて前記接触補助部材各々と接続されることを特徴とする。
【０００７】
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜から成ることが好ましい。
　前記保護膜は無機膜から成る単一膜であってもよい。
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることが好ましい。
　前記ゲート絶縁膜は第２接触孔を有し、前記ゲート線端部の一部を露出させる２つ以上
の前記第１接触孔は一つの第２接触孔内に位置することが好ましい。
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明による薄膜トランジスタ表示板の製造方法は
、基板上にゲート線端部を含むゲート線を形成する段階と、前記ゲート線上にゲート絶縁
膜を形成する段階と、前記ゲート線端部上に前記ゲート絶縁膜の一部をエッチングして前
記ゲート線端部を露出させる第２接触孔を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に半導体
層を形成する段階と、前記半導体層上にデータ線及びドレイン電極を形成する段階と、前
記データ線及びドレイン電極上に保護膜を形成する段階と、前記ゲート線端部上に前記保
護膜の一部をエッチングして前記ゲート線端部を露出させる複数の第１接触孔を形成する
段階と、前記ドレイン電極と接続される画素電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記
ゲート線端部と接続される接触補助部材とを形成する段階とを有することを特徴とする。
【０００９】
　前記ゲート線端部の各々は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助
部材と接続されることが好ましい。
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜で形成することが好ましい。
　前記保護膜は無機膜から成る単一膜で形成してもよい。
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔して形成されることが好ましい。
　前記ゲート線端部の一部を露出させる２つ以上の前記第１接触孔は一つの第２接触孔内
に位置するよう形成されることが好ましい。
【００１０】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明による薄膜トランジスタ表示板は、基
板と、前記基板上に形成され、ゲート線端部を含むゲート線と、前記ゲート線上に形成さ
れ、前記ゲート線端部を露出させる第２接触孔を有するゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁
膜上に形成される半導体層と、前記半導体層上に形成されるデータ線及びドレイン電極と
、前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記第２接触孔を通じて前記ゲート線端部と接続され
る腐蝕防止層と、前記データ線、ドレイン電極及び腐蝕防止層上に形成され、前記腐蝕防
止層を露出させる複数の第１接触孔を有する保護膜と、前記ドレイン電極と接続される画
素電極と、前記複数の第１接触孔を通じて前記腐蝕防止層と接続される接触補助部材とを
有することを特徴とする。
【００１１】
　前記腐蝕防止層は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助部材と連
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結されることが好ましい。
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜から成ることが好ましい。
　前記保護膜は無機膜から成る単一膜であってもよい。
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることが好ましい。
　前記腐蝕防止層は、モリブデン系の金属、銅系の金属、チタン系の金属、及びクロム系
の金属の内から選択される少なくとも何れか一つの系の金属から成ることが好ましい。
【００１２】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明による薄膜トランジスタ表示板の製造
方法は、基板上にゲート線端部を含むゲート線を形成する段階と、前記ゲート線上にゲー
ト絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート線端部上に前記ゲート絶縁膜の一部をエッチング
して前記ゲート線端部を露出させる第２接触孔を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に
半導体層を形成する段階と、前記半導体層上にデータ線及びドレイン電極及び前記第２接
触孔を通じて前記ゲート線端部と接続される腐蝕防止層を形成する段階、前記データ線及
びドレイン電極上に保護膜を形成する段階と、前記データ線、ドレイン電極及び腐蝕防止
層上に前記保護膜の一部をエッチングして前記ゲート線端部を露出させる複数の第１接触
孔を形成する段階と、前記ドレイン電極と連結される画素電極と、前記複数の第１接触孔
を通じて前記腐蝕防止層と接続される接触補助部材とを形成する段階とを有することを特
徴とする。
【００１３】
　前記腐蝕防止層は少なくとも２つ以上の前記第１接触孔を通じて前記接触補助部材と接
続されることが好ましい。
　前記保護膜は、無機膜及び有機膜を含む多重膜で形成することが好ましい。
　前記保護膜は無機膜から成る単一膜で形成してもよい。
　前記第１接触孔は直径が３～６μｍであり、隣接する前記第１接触孔間は６～８μｍ離
隔されることが好ましい。
　前記腐蝕防止層は、モリブデン系の金属、銅系の金属、チタン系の金属、及びクロム系
の金属の内から選択される少なくとも何れか一つの系の金属で形成することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法によれば、可撓性印刷回路基板
と薄膜トランジスタ表示板との接続時接続部に多孔構造の保護膜を形成して多孔構造で接
続することによって、接続部の金属露出を最少化して腐蝕に対する余裕（ｍａｒｇｉｎ）
を向上させることができるという効果がある。
　また、可撓性印刷回路基板と薄膜トランジスタ表示板との接続部の上部への加圧時ＩＴ
Ｏ膜クラックを防止することができて、多孔構造の保護膜によりクラックによる電流経路
を遮断できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る薄膜トランジスタ表示板及びその製造方法を実施するための最良の
形態の具体例を図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　図面において複数層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細書全
体を通じて類似の部分については同一の図面符号で示すものとする。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上”にあるとする時、これは他の部分の“直上”にある場合だけ
でなく、その中間にまた他の部分がある場合も含む。反対にある部分が他の部分の“直上
”にあるとする時には中間に他の部分がないことを意味する。
【００１７】
　以下、図１～図３を参照して本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板につい
て詳細に説明する。
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　図１は本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、図２及び図
３は各々図１の薄膜トランジスタ表示板をＩＩ－ＩＩ’線及びＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿っ
て切断した断面図である。
【００１８】
　透明なガラス又はプラスチックなどで作られた絶縁基板１１０上に複数のゲート線１２
１及び複数の維持電極線１３１が形成されている。
　ゲート線１２１は、ゲート信号を伝達して主に横方向にのびている。各ゲート線１２１
は下に突出した複数のゲート電極１２４と他の層又は外部駆動回路との接続のために面積
が広い端部１２９を含む。ゲート信号を生成するゲート駆動回路（図示せず）は絶縁基板
１１０上に付着される可撓性印刷回路フィルム（図示せず）上に装着されたり、絶縁基板
１１０上に直接装着されたり、絶縁基板１１０上に集積することもできる。ゲート駆動回
路が絶縁基板１１０上に集積されている場合ゲート線１２１が延長されてこれと直接接続
されてもよい。
【００１９】
　維持電極線１３１は所定の電圧が印加され、ゲート線１２１と殆ど並んでのびた幹線と
これから分かれた複数対の維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を含む。維持電極線１３１の
各々は隣接した二つのゲート線１２１の間に位置し、幹線は二つのゲート線１２１のうち
の下側に近い。維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）の各々は、幹線と連結された固定端とそ
の反対側の自由端を有している。一方、維持電極（１３３ｂ）の固定端は面積が広く、そ
の自由端は直線部分と屈曲部分の二股に分かれる。しかしながら、維持電極線１３１の形
状及び配置は多様に変形できる。
【００２０】
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１は、アルミニウム（Ａｌ）やアルミニウム合金な
どのアルミニウム系金属を含む下部膜（１２４ｐ、１３１ｐ、１３３ａｐ、１３３ｂｐ）
とモリブデン（Ｍｏ）やモリブデン合金などのモリブデン系金属、銅（Ｃｕ）や銅合金な
どの銅系金属又はチタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）のようなチタン系の金属を含む
上部膜（１２４ｑ、１３１ｑ、１３３ａｑ、１３３ｂｑ）で作られる。
　アルミニウム合金としてはアルミニウムにネオジム（Ｎｄ）が所定量添加されているア
ルミニウム－ネオジム（Ａｌ－Ｎｄ）を使用してもよい。下部膜（１２４ｐ、１３１ｐ、
１３３ａｐ、１３３ｂｐ）の厚さは約１０００～５０００Åであってもよく、上部膜（１
２４ｑ、１３１ｑ、１３３ａｑ、１３３ｂｑ）の厚さは約５０～２０００Åであってもよ
い。
【００２１】
　図２及び図３でゲート電極１２４及び維持電極線１３１に対して下部膜は英文字ｐを、
上部膜は英文字ｑを図面符号の末に付けて示すものとする。
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１の側面は、絶縁基板１１０面に対して傾いており
、その傾斜角は約３０゜～約８０゜であることが好ましい。
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１上には窒化珪素（ＳｉＮｘ）又は酸化珪素（Ｓｉ
Ｏｘ）などで作られたゲート絶縁膜１４０が形成されている。
　ゲート絶縁膜１４０上には、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）を含む複数の線状半導体１５
１が形成されている。
【００２２】
　線状半導体１５１は主に縦方向にのびており、ゲート電極１２４に向かって延長され出
た複数の突出部１５４を含む。線状半導体１５１はゲート線１２１及び維持電極線１３１
近傍で幅が広くなり、これらを幅広く覆っている。
　線状半導体１５１上には、複数の線状及び島型オーミックコンタクト部材１６３、１６
５が形成されている。線状及び島型オーミックコンタクト部材１６３、１６５は燐（Ｐ）
などのｎ型不純物が高濃度でドーピングされているｎ＋水素化非晶質シリコンなどの物質
で作られたりシリサイドで作られてもよい。
　線状半導体１５１と線状及び島型オーミックコンタクト部材１６３、１６５の側面また
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絶縁基板１１０面に対して傾いており、傾斜角は３０゜～８０゜程度である。
　線状及び島型オーミックコンタクト部材１６３、１６５及びゲート絶縁膜１４０上には
複数のデータ線１７１と複数のドレイン電極１７５が形成されている。
【００２３】
　データ線１７１はデータ信号を伝達し、主に縦方向にのびてゲート線１２１と交差する
。各データ線１７１はまた維持電極線１３１と交差し、隣接した維持電極（１３３ａ、１
３３ｂ）集合の間に形成される。各データ線１７１はゲート電極１２４に向かってのびた
複数のソース電極１７３と他の層又は外部駆動回路との接続のために面積が広い端部１７
９を含む。データ信号を生成するデータ駆動回路（図示せず）は、絶縁基板１１０上に付
着される可撓性印刷回路フィルム（図示せず）上に装着されたり、絶縁基板１１０上に直
接装着されたり、絶縁基板１１０に直接集積することができる。データ駆動回路が絶縁基
板１１０上に集積される場合、データ線１７１が延長されてこれと直接接続してもよい。
　ドレイン電極１７５は、データ線１７１と分離されており、ゲート電極１２４を中心に
ソース電極１７３と対向する。各ドレイン電極１７５は面積が広い一側端部と棒状である
他側端部を有している。広い端部は維持電極線１３１と重畳し、棒状端部はＵ字型に曲が
ったソース電極１７３で一部囲まれている。
【００２４】
　一つのゲート電極１２４、一つのソース電極１７３及び一つのドレイン電極１７５は線
状半導体１５１の突出部１５４と一緒に一つの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成し、薄
膜トランジスタのチャンネルはソース電極１７３とドレイン電極１７５の間の突出部１５
４に形成される。
【００２５】
　データ線１７１及びドレイン電極１７５は下部膜（１７１ｐ、１７５ｐ）、中間膜（１
７１ｑ、１７５ｑ）及び上部膜（１７１ｒ、１７５ｒ）を含む三重膜構造を有する。下部
膜（１７１ｐ、１７５ｐ）は純粋モリブデン又は窒化モリブデン（ＭｏＮ）、モリブデン
－ニオビウム（ＭｏＮｂ）、モリブデン－バナジウム（ＭｏＶ）、モリブデン－チタン（
ＭｏＴｉ）、モリブデン－タングステン（ＭｏＷ）などのモリブデン合金などのモリブデ
ン系の金属、又はチタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）などのチタン系の金属で作られ
て、中間膜（１７１ｑ、１７５ｑ）は比抵抗が低いアルミニウム又はアルミニウム－ネオ
ジム（ＡｌＮｄ）などのアルミニウム合金で作られて、上部膜（１７１ｒ、１７５ｒ）は
ＩＴＯやＩＺＯとの接触特性に優れた純粋モリブデン又は窒化モリブデン（ＭｏＮ）、モ
リブデン－ニオビウム（ＭｏＮｂ）、モリブデン－バナジウム（ＭｏＶ）、モリブデン－
チタン（ＭｏＴｉ）、モリブデン－タングステン（ＭｏＷ）などのモリブデン合金などの
モリブデン系の金属又はチタン（Ｔｉ）や窒化チタン（ＴｉＮ）などのチタン系の金属で
作られる。
【００２６】
　図２及び図３でソース電極１７３及び端部１７９を含むデータ線１７１及びドレイン電
極１７５に対して下部膜は英文字ｐを、中間膜は英文字ｑを、上部膜は英文字ｒを図面符
号の末に付けて示すものとする。
　データ線１７１及びドレイン電極１７５またその側面が基板１１０面に対し３０゜～８
０゜程度の傾斜角に傾いていることが好ましい。
【００２７】
　線状及び島型オーミックコンタクト部材１６３、１６５はその下の線状半導体１５１と
その上のデータ線１７１及びドレイン電極１７５の間にだけ存在し、これらの間の接触抵
抗を低くする。大部分の所では線状半導体１５１の幅がデータ線１７１の幅より狭くなる
が、上述したようにゲート線１２１と出会う部分で幅が広くなり、表面の形状（ｐｒｏｆ
ｉｌｅ）をスムースにすることによってデータ線１７１が断線することを防止する。線状
半導体１５１には、ソース電極１７３とドレイン電極１７５の間を始めとしてデータ線１
７１及びドレイン電極１７５で遮らないで露出した部分がある。
【００２８】
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　データ線１７１、ドレイン電極１７５及び露出した半導体の突出部１５４部分上には保
護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、有機膜の優れた絶縁特性を生かしながら
も露出された線状半導体１５１部分に害にならないように下部無機膜（１８０ｐ）と上部
有機膜（１８０ｑ）の二重膜構造を有する。しかしながら、保護膜１８０は無機膜から成
る単一膜構造であってもよい。
【００２９】
　ここで、保護膜１８０は接触補助部材８１とゲート線１２１の端部１２９との接続部分
にゲート線１２１端部１２９の露出を最少化するために多孔構造（１８０ｒ）で形成する
。
　保護膜１８０には、データ線１７１の端部１７９とドレイン電極１７５を各々露出する
複数の接触孔１８２、１８５が形成されており、保護膜１８０とゲート絶縁膜１４０には
ゲート線１２１の端部１２９を露出する複数の接触孔１８１が形成されており、維持電極
（１３３ｂ）固定端近傍の維持電極線１３１の一部を露出する複数の接触孔１８４が形成
されている。
【００３０】
　保護膜１８０上には複数の画素電極１９１、複数の接続橋８４及び複数の接触補助部材
８１、８２が形成されている。これらはＩＴＯ又はＩＺＯなどの透明な導電物質やアルミ
ニウム、銀又はその合金などの反射性金属でも形成可能である。
【００３１】
画素電極１９１は、接触孔１８５を通じてドレイン電極１７５と物理的・電気的に接続さ
れており、ドレイン電極１７５からデータ電圧が印加される。データ電圧が印加された画
素電極１９１は共通電圧が印加される他の表示板（図示せず）の共通電極（図示せず）と
一緒に電場を生成することによって二つの電極の間の液晶層（図示せず）の液晶分子の配
向方向を決定する。画素電極１９１と共通電極はキャパシタ（以下、“液晶キャパシタ”
とする）を構成して薄膜トランジスタが遮断した後にも印加された電圧を維持する。
【００３２】
　画素電極１９１は、維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を始めとした維持電極線１３１と
重畳する。画素電極１９１及びこれと電気的に接続されたドレイン電極１７５が維持電極
線１３１と重畳して形成されるキャパシタをストレージキャパシタとして、ストレージキ
ャパシタは液晶キャパシタの電圧維持能力を強化する。
【００３３】
　接触補助部材８１、８２は各々接触孔１８１、１８２を通じてゲート線１２１の端部１
２９及びデータ線１７１の端部１７９と接続される。ここで、ゲート線１２１の端部１２
９との接続部分の保護膜１８０は多孔構造（１８０ｒ）で形成されるために、接触補助部
材８１とゲート線１２１の端部１２９と接続時、多孔構造で接続されてゲート線１２１の
端部１２９の露出を最少化して腐蝕に対する余裕（ｍａｒｇｉｎ）を向上させる。
【００３４】
　接触補助部材８１、８２はデータ線１７１及びゲート線１２１の端部１７９、１２９と
外部装置との接着性を補完してこれらを保護する。
　接続橋８４はゲート線１２１を横切って、ゲート線１２１を間に置いて反対側に位置す
る接触孔１８４を通じて維持電極線１３１の露出した部分と維持電極（１３３ｂ）の自由
端の露出した端部とを接続している。維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を始めとした維持
電極線１３１は接続橋８４と一緒にゲート線１２１やデータ線１７１又は薄膜トランジス
タの欠陥を修理する場合に使用してもよい。
【００３５】
　次に、図１～図３に示した薄膜トランジスタ表示板を製造する方法について図４～図１
５を参照して詳細に説明する。
　図４、図７、図１０及び図１３は本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の
製造方法を説明するために順次に示した配置図であり、図５及び図６は、図４の薄膜トラ
ンジスタ表示板をＶ－Ｖ’線及びＶＩ－ＶＩ’線に沿って切断した断面図であり、図８及
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び図９は、図７の薄膜トランジスタ表示板をＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ’線及びＩＸ－ＩＸ’線
に沿って切断した断面図である。また、図１１及び図１２は、図１０の薄膜トランジスタ
表示板をＸＩ－ＸＩ’線及びＸＩＩ－ＸＩＩ’線に沿って切断した断面図であり、図１４
及び図１５は、図１３の薄膜トランジスタ表示板をＸＩＶ－ＸＩＶ’線及びＸＶ－ＸＶ’
線に沿って切断した断面図である。
【００３６】
　まず、透明ガラス又はプラスチックなどから成る絶縁基板１１０上にアルミニウム－ネ
オジム（ＡｌＮｄ）で作られた下部膜及びモリブデン（Ｍｏ）系又は銅（Ｃｕ）系の金属
で作られた上部膜を順次に積層する。
　次に、図４～図６に示すように、下部膜及び上部膜を湿式エッチングしてゲート電極１
２４（１２４ｐ、１２４ｑ）及び端部１２９（１２９ｐ、１２９ｑ）を含む複数のゲート
線１２１と維持電極｛１３３ａ（１３３ａｐ、１３３ａｑ）、１３３ｂ（１３３ｂｐ、１
３３ｂｑ）｝を含む複数の維持電極線１３１（１３１ｐ、１３１ｑ）を形成する。
【００３７】
次に、ゲート線１２１及び維持電極線１３１上に窒化珪素（ＳｉＮｘ）などで作られたゲ
ート絶縁膜１４０、不純物がドーピングされない真性非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）層及び
不純物がドーピングされた非晶質シリコン（ｎ＋ａ－Ｓｉ）層をプラズマ化学気相蒸着（
ＰＥＣＶＤ）で形成する。
【００３８】
　続いて、図７～図９に示すように、不純物がドーピングされた非晶質シリコン及び真性
非晶質シリコンをフォトリソグラフィ工程でエッチングして、ゲート絶縁膜１４０、複数
の突出部１５４を含む線状（真性）半導体（層）１５１及び複数の不純物半導体パターン
を含む不純物がドーピングされた非晶質シリコン層１６０を形成する。
【００３９】
　その次に、図１０～図１２に示すように、不純物がドーピングされた非晶質シリコン層
１６０上にモリブデン系の金属で作られた下部モリブデン層、アルミニウム系の金属で作
られたアルミニウム層、及びモリブデン系の金属で作られた上部モリブデン層を含むデー
タ金属層をスパッタリング方法で順次に積層した後、下部モリブデン層、アルミニウム層
及び上部モリブデン層を湿式エッチングして、ソース電極１７３及び端部１７９を含むデ
ータ線１７１及びドレイン電極１７５を形成する。
【００４０】
　次に、ソース電極１７３及びドレイン電極１７５で覆われず露出している不純物半導体
層（非晶質シリコン層）１６０を除去して複数の線状オーミックコンタクト層１６３と複
数の島型オーミックコンタクト層１６５を完成する一方、その下の（真性）線状半導体１
５１の突出部１５４部分を露出させる。この時、露出した（真性）線状半導体１５１の突
出部１５４部分の表面を安定化させるために酸素（Ｏ２）プラズマを実施する。
【００４１】
　次に、図１３～図１５に示すように保護膜１８０を形成する。保護膜１８０は、有機膜
の優れた絶縁特性を生かしながらも露出した線状半導体１５１部分に害にならないように
下部無機膜（１８０ｐ）と上部有機膜（１８０ｑ）の二重膜構造を有する。しかしながら
、保護膜１８０は無機膜で作られた単一膜構造であってもよい。
【００４２】
　次に、保護膜１８０上に感光膜をコーティングした後、光マスクを通じて感光膜に光を
照射した後、現像して複数の接触孔１８１、１８２、１８４、１８５を形成する。接触補
助部材８１とゲート線１２１の端部１２９との接続時、ゲート線１２１の端部１２９の露
出を最少化することができるようにゲート線１２１の端部１２９の接触孔１８１の保護膜
１８０を多孔構造（１８０ｒ）で形成する。
【００４３】
　次に、図１～図３に示すように、保護膜１８０上にＩＴＯなどの透明導電層をスパッタ
リングで積層した後、パターニングして、画素電極１９１、接触補助部材８１、８２及び



(11) JP 2008-58966 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

接続橋８４を形成する。
【００４４】
　以下、図１６～図３０を参照して本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板
について説明する。
　図１６は本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図であり、図１７
及び図１８は、図１６の薄膜トランジスタ表示板をＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ’線に沿って切断
した断面図、及びＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【００４５】
　本実施形態による薄膜トランジスタ表示板の構造は、図１～図３に示したものと殆ど同
一である。
　絶縁基板１１０上にゲート電極１２４及び端部１２９を有する複数のゲート線１２１及
び維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を有する複数の維持電極線１３１が形成されており、
その上にゲート絶縁膜１４０、突出部１５４を含む複数の線状半導体１５１、突出部を有
する複数の線状オーミックコンタクト部材１６３及び複数の島型オーミックコンタクト部
材１６５が順次に形成されている。
【００４６】
　オーミックコンタクト部材（１６３、１６５）上にはソース電極１７３及び端部１７９
を含む複数のデータ線１７１、複数のドレイン電極１７５が形成されており、その上に保
護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、有機膜の優れた絶縁特性を生かしながら
も露出した線状半導体１５１部分の害にならないように下部無機膜（１８０ｐ）と上部有
機膜（１８０ｑ）の二重膜構造を有する。また、保護膜１８０は無機膜から成る単一膜構
造であってもよい。
【００４７】
　しかしながら、本実施形態による薄膜トランジスタ表示板は、図１～図３に示した薄膜
トランジスタ表示板と相違して、可撓性印刷回路基板と薄膜トランジスタ表示板との接続
時、電位差を減らすために下部ゲート絶縁膜１４０の一部をエッチングしてゲート線１２
１の端部１２９を一部を露出させ、露出したゲート線１２１の端部１２９を覆うように腐
蝕防止層１７８を形成する。腐蝕防止層１７８はモリブデンやモリブデン合金などのモリ
ブデン系の金属、銅や銅合金などの銅系の金属、チタンやチタン合金などのチタン系の金
属又はクロムやクロム合金などのクロム系の金属で形成してもよい。
【００４８】
　そして、保護膜１８０は接触補助部材８１と腐蝕防止層１７８の接続時、腐蝕防止層１
７８の露出を最少化するために多孔構造（１８０ｒ）の接触孔を有する。
保護膜１８０及びゲート絶縁膜１４０には複数の接触孔１８１、１８２、１８４、１８５
が形成されており、その上には複数の画素電極１９１、複数の接触補助部材８１、８２及
び複数の接続橋８４が形成されている。
【００４９】
　保護膜１８０に形成される接触孔が多孔構造（１８０ｒ）を有するために、接触補助部
材８１と腐蝕防止層１７８と接続時、多孔構造で接続されて腐蝕防止層１７８の露出を最
少化して腐蝕に対する余裕（ｍａｒｇｉｎ）を向上させる。
【００５０】
　次に、本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を図１９～図３
０を参照して説明する。
　図１９、図２２、図２５及び図２８は本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表
示板の製造方法を説明するために順次に示した配置図であり、図２０及び図２１は、図１
９の薄膜トランジスタ表示板をＸＸ－ＸＸ’線に沿って切断した断面図、及びＸＸＩ－Ｘ
ＸＩ’線に沿って切断した断面図であり、図２３及び図２４は、図２２の薄膜トランジス
タ表示板をＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ’線に沿って切断した断面図、及びＸＸＩＶ－ＸＸＩ
Ｖ’線に沿って切断した断面図である
　また、図２６及び図２７は、図２５の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ’
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線に沿って切断した断面図、及びＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ’線に沿って切断した断面図で
あり、図２９及び図３０は、図２８の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩ
ＩＩ’線に沿って切断した断面図、及びＸＸＸ－ＸＸＸ’線に沿って切断した断面図であ
る。
【００５１】
　まず、図１９～図２１に示すように、透明ガラス又はプラスチックなどで作られた絶縁
基板１１０上にアルミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）で作られた下部膜及びモリブデン（
Ｍｏ）系又は銅（Ｃｕ）系金属の金属で作られた上部膜を順次に積層する。
　次に、下部膜及び上部膜を湿式エッチングしてゲート電極１２４（１２４ｐ、１２４ｑ
）及び端部１２９（１２９ｐ、１２９ｑ）を含む複数のゲート線１２１と維持電極｛１３
３ａ（１３３ａｐ、１３３ａｑ）、１３３ｂ（１３３ｂｐ、１３３ｂｑ）｝を含む複数の
維持電極線１３１（１３１ｐ、１３１ｑ）を形成する。
【００５２】
　次に、図２２～図２４に示すように、不純物がドーピングされた非晶質シリコン及び真
性非晶質シリコンをフォトリソグラフィ工程でエッチングして、ゲート絶縁膜１４０、複
数の突出部１５４を含む線状（真性）半導体（層）１５１及び複数の不純物半導体パター
ンを含む不純物がドーピングされた非晶質シリコン層１６０を形成する。
【００５３】
　その次に、図２５～図２７に示すように、ゲート線１２１端部１２９上のゲート絶縁膜
１４０をエッチングして、ゲート線１２１の端部１２９を露出させた後、不純物がドーピ
ングされた非晶質シリコン層１６０上に露出したゲート線１２１の端部１２９上にモリブ
デン系の金属をスパッタリング方法で積層してデータ金属層を形成する、次に、データ金
属層をフォトリソグラフィ工程でエッチングして、ソース電極１７３及び端部１７９を含
むデータ線１７１、ドレイン電極１７５及び腐蝕防止層１７８を形成する。
【００５４】
　次に、ソース電極１７３及びドレイン電極１７５で覆われず露出した不純物半導体層（
非晶質シリコン層）１６０を除去して複数の線状オーミックコンタクト層１６３と複数の
島型オーミックコンタクト層１６５を完成する一方、その下の（真性）線状半導体１５１
の突出部１５４部分を露出させる。
【００５５】
　続いて、図２８～図３０に示すように、データ線１７１及びドレイン電極１７５によっ
て遮られない線状半導体１５１の突出部１５４を覆うように保護膜１８０を形成する。保
護膜１８０は、有機膜の優れた絶縁特性を生かしながらも露出した線状半導体１５１部分
に害にならないように下部無機膜（１８０ｐ）と上部有機膜（１８０ｑ）の二重膜構造を
有する。しかしながら、保護膜１８０は無機膜から成る単一膜構造であってもよい。
【００５６】
　次に、保護膜１８０をフォトリソグラフィ工程でエッチングして複数の接触孔１８１、
１８２、１８４、１８５を形成する。接触補助部材８１と腐蝕防止層１７８との接続時、
腐蝕防止層１７８の露出を最少化することができるように腐蝕防止層１７８の接触孔１８
１を多孔構造（１８０ｒ）で形成する。
ここで下部無機膜（１８０ｐ）は、単一孔構造で形成して上部有機膜（１８０ｑ）だけ多
孔構造で形成してもよい。この場合には、上部有機膜（１８０ｑ）を塗布する以前に下部
無機膜（１８０ｐ）をフォトリソグラフィ工程でエッチングして単一孔構造の接触孔を形
成し、その上に上部有機膜（１８０ｑ）を塗布して再びフォトリソグラフィ工程でエッチ
ングして多孔構造の接触孔を形成する。
【００５７】
　最後に、図１６～図１８に示すように、保護膜１８０上にＩＴＯ又はＩＺＯなどの透明
な導電物質をスパッタリングで蒸着した後、パターニングして、画素電極１９１、接触補
助部材８１、８２及び接続橋８４を形成する。
【００５８】
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　図３１は、本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板と他の実施形態による薄
膜トランジスタ表示板の多孔構造連結部を拡大して示した図面である。
　図３１に示すように、ゲート線１２１の端部１２９と接触補助部材８１との接続又は腐
蝕防止層１７８と接触補助部材８１との接続部分でゲート線１２１の端部１２９又は腐蝕
防止層１７８の露出を最少化するために接触孔を多孔構造（１８０ｒ）として形成した。
多孔構造（１８０ｒ）で各孔の直径は３～６μｍであり、各孔間の距離は６～８μｍであ
る。
【００５９】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。
【図２】図１の薄膜トランジスタ表示板をＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である
。
【図３】図１の薄膜トランジスタ表示板をＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するために
順次に示した配置図である。
【図５】図４の薄膜トランジスタ表示板をＶ－Ｖ’線に沿って切断した断面図である。
【図６】図４の薄膜トランジスタ表示板をＶＩ－ＶＩ’線に沿って切断した断面図である
。
【図７】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するために
順次に示した配置図である。
【図８】図７の薄膜トランジスタ表示板をＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ’線に沿って切断した断面
図である。
【図９】図７の薄膜トランジスタ表示板をＩＸ－ＩＸ’線に沿って切断した断面図である
。
【図１０】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するため
に順次に示した配置図である。
【図１１】図１０の薄膜トランジスタ表示板をＸＩ－ＸＩ’線に沿って切断した断面図で
ある。
【図１２】図１０の薄膜トランジスタ表示板をＸＩＩ－ＸＩＩ’線に沿って切断した断面
図である。
【図１３】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するため
に順次に示した配置図である。
【図１４】図１３の薄膜トランジスタ表示板をＸＩＶ－ＸＩＶ’線に沿って切断した断面
図である。
【図１５】図１３の薄膜トランジスタ表示板をＸＶ－ＸＶ’線に沿って切断した断面図で
ある。
【図１６】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の配置図である。
【図１７】図１６の薄膜トランジスタ表示板をＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ’線に沿って切断した
断面図である。
【図１８】図１６の薄膜トランジスタ表示板をＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ’線に沿って切断
した断面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するた
めに順次に示した配置図である。
【図２０】図１９の薄膜トランジスタ表示板をＸＸ－ＸＸ’線に沿って切断した断面図で
ある。
【図２１】図１９の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＩ－ＸＸＩ’線に沿って切断した断面
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図である。
【図２２】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するた
めに順次に示した配置図である。
【図２３】図２２の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ’線に沿って切断
した断面図である。
【図２４】図２２の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ’線に沿って切断した
断面図である。
【図２５】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するた
めに順次に示した配置図である。
【図２６】図２５の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ’線に沿って切断した
断面図である。
【図２７】図２５の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ’線に沿って切断
した断面図である。
【図２８】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタ表示板の製造方法を説明するた
めに順次に示した配置図である。
【図２９】図２８の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＩＸ－ＸＸＩＸ’線に沿って切断した
断面図である。
【図３０】図２８の薄膜トランジスタ表示板をＸＸＸ－ＸＸＸ’線に沿って切断した断面
図である。
【図３１】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタ表示板と他の実施形態による薄膜
トランジスタ表示板の多孔構造接続部を拡大して示した図面である。
【符号の説明】
【００６１】
　８１、８２　　　接触補助部材
　１１０　　　絶縁基板
　１２１　　　　　ゲート線
　１２４　　　　　ゲート電極
　１２９　　　　（ゲート線の）端部
　１２９ｐ、１２９ｑ　　端部（下部膜及び上部膜）
　１４０　　　　　ゲート絶縁膜
　１７１　　　　　データ線
　１７８　　　　　腐蝕防止層
　１７９　　　（データ線の）端部
　１７９ｐ、１７９ｑ、１７９ｒ　　端部（下部膜、中間膜、及び上部膜）
　１８０　　　　　保護膜
　１８０ｐ、１８０ｑ　　保護膜（下部膜及び上部膜）
　１８０ｒ　　　多孔構造
　１８１、１８２　　接触孔
　１９１　　　　　画素電極
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